


na naprava ali mikroprocesor nista pripravljena za prev-

zem teh informacij.

Zapahi in pomnilne celice se uporabljajo v mikroprocesor~
skih sistemih za razli¢na pomnjenja. Uporabljajo se za
vhodna in izhodna vrata, za pomnjenje naslovov, ali za
povezavo asinhronskega vodila s sinhronskim. Slika 16 ka-
Ze primer uporabe 8~bitnega pomnilnega vezja D-tipa

MC 74 HC 374/534, ki pomni vhodne podatke iz dekodira~
ne tastature, preden jih sprejme PIA (Peripheral Inter-
face Adapter), ker PIA nima vhodnih pomnilnih celic.
Aktivni nizki nivo linije STROBE omogoca zapis podatkov
preko krmilnega priklju¢ka CA1 na vhodu PIA. Slika 17
kaZe razporeditev kontaktov in pravilnostni tabeli za

74 HC 374 (neinvertirajod-:) in 74 HC 534 (invertirajole)
integrirani vezji z osmimi pomnilnimi celicami. Pri teh
pomnilnih celicah se podatki prenesejo na izhod ob prvi
fronti urinega signala. Krmilni signal za dosego treh stanj
ne vpliva na stanje pomnilnih celic. Ce je ta krmilni sig-
nal v visokem stanju, so izhodi v visokem impedancnem
stanju tako, da se informacija lahko pomni celo takrat,

kadar naprava ni izbrana.

Slika 18 kaze primer uporabe integriranega vezja MC 74
HC 373 2z osmimi pomnilnimi celicami, ki se uporabljajo
za pomnjenje nizkih naslovov multipleksiranega podatkov-
nega/naslovnega vodila mikroprocesorja 146 805 E2, ki je
povezan s stati¢nim RAM pomnilnikom. AS (address stro~
be) mikroprocesorjeva linija se uporablja za signalizira-
nje prisotnosti naslovov na multipleksiranem vodilu in za
demultipleksiranje nizkega naslovnega byta s podatkovne-
ga vodila. AS linije krmili pomnilno vezje, ki pomni na-

slovni byte ob nastopu zadnje fronte AS signala.

Razporeditev prikljuckov in pravilnostni tabeli za MC 74
HC 373/533 prikazuje slika 19. Pomnilne celice v teh inte-
griranih vezjih so transparentne, kar pomeni, da so pro-
pustne za podatke in za izhode oziroma da se podatki men-
jajo asinhronsko, kadar je krmilni signal za zapakovanje

v visokem stanju. Ce je ta krmilni signal v visokem sta-
nju, se nahajajo v cellcah podatki, ki so bili na vhodu ob
casu zapisa. Krmilni prikljulek za zapakovanje deluje ena-

ko kot pri MC 74 HC 374/534 pomnilnih vezjih D-tipa.

Glede na Casovni diagram na sliki 15 so naslovi mikropro-
cesorja MC 146 805 E2 definirani tako, da so veljavni
pred zadnjo fronto krmilnega signala s Casom # 24, ki je
pri tem mikroprocesorju 55 ns. To je zadosten as, ki o-

mogoca ujetje naslova s 74 HC 373.
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Vsa ta vezja imajo maksimalno prevajalno zakasnitev 30

ns, kar pomeni, da so dovolj hitra za vecino uporab.

12. ZAKLJUCEK

Hitra CMOS vezja nudijo naértovalcem dobro izbiro za za-
dovoljitev potreb pri povezovanju digitalnih logi¢nih vezij
in naprav. Nadrtovalci bodo uporabljali ta vezja predvsem
v svojih NMOS mikroprocesorskih sistemih namesto LSTTL
vezij zaradi izboljSanja oblutljivosti na motnje in zaradi

zmanjSanja potrosnje energije. HSCMOS vezja lahko kr-

HC173 4-Bit D-Type Register, 3-State
HC240 Octal Buffer/Line Driver/ Line Recewer,
3-State, inverting Output
HC241 Octat Bulfer/ Line Driver/ Line Recewver,
3-State
HC242 Quad Bus Transcewer, 3-State, inverting
Output
HC243 Quad Bus Transcewver, 3-State
HC244 Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver, |
3-State
HC245 Octal Bus Transcerver, 3 State
HC257 Quad 2-Input Data Selector/ Multiplexer,
3-State
HC373 Octal D-Type Transparent Latch, 3-State
HC374 Octat D-Type Flip-Flop, 3-State
HC533 Octal D-Type Transparent Latch, 3-State,
Inverting Output
HC534 Qctat D-Type Flip-FLop, 3-State,
nverting Output
HC646 Octal Bus Transceiver and Register, 3-State
HC648 Octat Bus Transceiver and Register, 3-State
a. CMOS Input Compatible Interface Circuits
MC54/74HCT245 | Octat Three-State Transceiver
MCB4/74HCTE73 | Non-inverting Three-State Octal Latch
MCB4/74HCT574 | Non-Inverting Three-State Octat Flip-Flop
MC54/74HCT576 | Inverting Three-State Octat Latch
MC54/74HCTH80 | Inverting Three-State Octal Flip-FLop
MC54/74HCT640 | Octal Inverting Three-State Transceiver

b. TTL Input Compatible CMOS Interface Circuits
Tabela 8.: Za vodila kompatibilna vezja

v hitri CMOS tehnologiji

milijo ved kapacitivnosti kot obi¢ajna CMOS vezja, kar o-
mogoca vedjo kompatibilnost HSCMOS vezij z NMOS mi-
kroprocesorskimi sistemi. Nadrtovalec mora upoStevati,
da se uporabljajo pri prevajanju signalov od NMOS vezij
k HSCMOS vezjem pripenjalni upori, razen e se seveda
ne uporabljajo vezja HCT serije, ki imajo TTL kompatibil-

ne vhodne nivoje.

Ta vezja so idealno uporabljiva v CMOS mikroprocesor-
skih sistemih, kjer so se prej uporabljala zaradi hitrosti
LSTTL vezja. Ta vezja so direktno kompatibilna s CMOS
vezji in so zadosti hitra za dekodiranje naslovov, zapako-
vanje in ojalevanje. Na ta nacin je mozZno izdelati mikro-
procesorske CMOS sisteme, ki se uporabljajo tam, kjer
se zahteva nizka poraba energije in velika odpornost pro-
ti motnjam. Obstajajo tudi druga integrirana vezja hitre
CMOS logike, ki niso bila omenjena v tem opisu. Ta vezja
so navedena v tabeli 8. Iz anglescine prevedel:
Alojzij Keber, dipl.ing.
MIDEM, Titova 50,
61000 Ljubljana
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NOVOSTI iZ SVIJETA

Miroslav Turina

Japan

Slabija potraznja poluvodilkih elemenata zabiljeZena Si-
rom svijeta prisilila je vodele japanske proizvodjate da
smanje investicije u proizvodnu opremu i nove zgrade,
Redakcija INFORMACIJE MIDEM zabiljezila je neke od
informacija o tome smatrajuci da e biti interesantne za
ditaoce. Podaci se odnose na poslovnu godinu 1985, koja

u Japanu zavrsava 31. marta.

Firma FUJITSU utro$ila je na investicije u poluvodicki
sektor 250 miliona dolara, planirali su utrosak od 418
miliona. Tako je uloZeno 40 % manje od planiranog iznosa

odnosno 54 % manje nego predhodne poslovne godine.

U HITACHI=-ju utrosSeno je na investicije u poluvodicku

proizvodnju 375 miliona dolara $to je 30 % manje od plani-.

ranog iznosa, a istovremeno 30 % manje nego predhodne

godine.

TOSHIBA je revidirala plan investicija od 500 na 400 mili-
ona dolara, §to je smanjenje od 35 % u odnosu na sredstva

utro$ena 1984. poslovne godine.

Osim smanjenja investicija japanske firme smanjile su i
proizvodnju poluvodi¢a 1985. godine. Tako na primjer
smanjenje proizvodnje kod HITACHI-ja iznosi 20 %, kod
TOSHIBE 23 %.

U podrudju elektronicke industrije Japan, sli¢no kao i u
nekim drugim industrijskim podrucjima, ostvaruje veliki
izvoz u SAD uz istovremeno zanemariv uvoz iz SAD. Ovo
stvara politi¢ke probleme izmedju dviju zemalja. U cilju
izbjegavanja drzavnih intervencija Electronic Industries
Association of Japan (EIAJ) i American Electronics Asso-
ciation (AEA) suglasile su se da osnuju zajednic¢ki radni
komitet, koji bi trebao pomodéi u pronalazenju nacina za
olakSanje uvoza americkih elektronickih proizvoda u Ja-

pan.

Veé duZe vremena pojedine japanske poluvodicke firme i-
maju u SAD svoje pogone za montazu poluvodickih kompo-
nenata. Sada vodedi japanski proizvodjaci poluvodida pri-
premaju u SAD kompletnu proizvodnju (proces+montaZa i

testiranje) .

HITACHI e ove godine zapoleti kompletnu proizvodnju

256K DRAM u kolicini od 800000 jedinica mjesecno.

NEC ve¢ proizvodi 64K i 256K stati¢ku RAM. Planiraju po-
velati mjesednu proizvodnju na milion komada 64K i 2 mi-
liona komada 256K ¢ipova.

Oki Electric planira zapoceti proizvodnju 256K DRAM.

Svi glavni japanski proizvodjaci poluvodiéa uskoro ¢e i-

mati u SAD integriranu proizvodnju LSI sklopova.

Japanska poduzeca aktivna su i u drugim oblicima medju-
narodnih aktivnosti. Tako na primjer Oki Electric iz To-
kia snabdjeo je poluvodi&ki sektor kompanije Thomson-

CSF dokumentacijom za proizvodnju 64K i 256K DRAM.

Mitshubishi Electric, Tokio, Westinghaus i General Elect-
ric SAD postigli su dogovor o osnivanju zajednidkog podu-
zeta za proizvodnju i prodaju energetskih poluvodifkih
komponenata u SAD. U novome poduzeéu Westinghous i
General Electric imati ¢e po 45 % udjela, a ostatak od 10%
pripada Japancima. Postojefa tvornica Westinghous-a u
Porto Riku i Francuskoj i General Electric-ova tvornica u

SAD postaju dijelovi novoga poduzeéa.

Iako smanjuju investicijska ulaganja japanske firme ne
smanjuju ulaganja u istrazivanje i razvoj. Na primjer NEC
je u poslovnoj 1985. godini udvostrucio izdatke za istrazi-
vanje i razvoj. UtroSeno je 83 miliona dolara s osnovnim
ciljem skralenja vremena razvoja nove generacije VLSI
sklopova (32 bitovni mikroprocesor, 4M DRAM, galijar-

senid integrirani sklopovi i t.d.).

U firmi Fujitsu razvijen je "resonant tunneling hot elec-
tron" tranzistor. Tvrde da je to prvi tranzistor te vrste u
svijetu, koji ¢e eventualno postiéi brzinu prebacivanja od
1 piko sekunde. To je brZe od elemenata zasnovanih na Jo-
sephson efektu. Trebati ée vife od 10 godina da ovaj tran-

zistor udje u prakticku upotrebu.

Neki podaci o proizvodnji silicija

Proizvodnija Monokristal - prodaja

Poli- Mono~ Domata I
Godina kristal kristal prodaja zvor

Ignoti Ignoti

tona tona tona tona 1003

1982. 590 537 414 77 32,3
1983. 649 778 636 91 40,3
1984. 913 1163 1052 135 62,6
1985. 1500 1200 1100 100 47

Podaci se odnose na Japan
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NKK (Nippon kokanKK ), Tokio drugi najveéi proizvodjad
¢elika u Japanu kupiti ée General Electric-ovu tvornicu si-
licija u Chandler-u u SAD za 16 miliona dolara. Tvornica
¢e u cijelosti biti viasni¥tvo NKK. Tvornica ima godi&nji

kapacitet proizvodnje od 200 tona polikristala silicija.

NKK planira izgraditi drugu tvornicu silicija u Japanu
kroz nekoliko iduéih godina sa proizvodnim kapacitetom

od 1000 tona godisnje. Prikupio i uredio:
Miroslav Turina, dipl.ing.

MIDEM,
Titova 50, 61000 Ljubljana

RAZVOJ IN PROIZVODNJA DOMACIH MATERIALOV ZA ELEKTRONIKO
Varuzan Kevorkijan, Milan Slokan

Pod tem naslovom organizira komisija za materiale
SSESD dne 13. maja 1986, dan pred pricetkom posvetova-
nja MIEL 86, v hotelu Jugoslavija v Beogradu, posebno o-

kroglo mizo z naslednjim dnevnim redom:

15.00 Otvoritev in uvodna beseda predsednika komisije
15.15 Prikaz problematike elektronskih materialov
- s strani domade elektronske industrije,
- s strani domacih proizvajalcev materialov in
raziskovalnih organizacij,
- s strani standardizacije in analitskih metod
16.30 Predlog komisije za materiale SSESD za razpravo
o akcijah za hitrejse in uspesnejse osvajanje doma-
¢ih materialov za elektronsko industrijo
16.45 Odmor in prikaz posterjev raziskovalcev in proiz-
vajalcev materialov
17.45 Razprava
19.00 Zakljucek

Okrogla miza je prva vecja akcija komisije za materiale
SSESD po izidu Studije o mo¥nostih nadome&anja uvoznih
materialov za elektronsko in elektroindustrijo SFRJ, ki je

izsla leta 1984.

Osnovni namen okrogle mize je izmenjava informacij ter
dogovor vseh prizadetih o nadaljnjem skupnem delu na
strategiji in realizaciji osvajanja domadih materialov za
elektroniko. Na okroglo mizo smo povabili predstavnike
nase elektronske industrije in njihovih zdruZenj, predstav-
nike sedanjih in potencialnih proizvajalcev vseh materia~
lov, ki ustrezajo specifi¢nim zahtevam za uporabo v elek-
troniki ter predstavnike inStitutov, fakultet in JNA, ki de-
lujejo na tem podrocju. Kot kaze dnevni red, smo v odmo=
ru okrogle mize predvideli posterje, na katerih bodo pri-
kazani domadi materiali za elektroniko (raziskovalni in
proizvodni doseZki), da bomo tako omogodili neposreden

stik ponudnikov in uporabnikov.

Pod ovim nazivom organizira komisija za materijale
MIDEM 13. maja 1986, dan pred poletak savetovanja
MIEL 86, u hotelu Jugoslavija u Beogradu, poseban okru-

gli sto sa sledeim dnevnim redom:

15.00 Otvaranje i uvodna re¢ predsednika komisije
15.15 Prikaz problematike elektronskih materijala
- sa aspekta domace elektronske industrije
- sa aspekta doma¢ih proizvodjada materijala i
istrazivackih organizacija,
- sa aspekta standardizacije i analiti¢kih metoda,
16.30 Predlog komisije za materijale MIDEM o akcijama
za brze i efikasnije osvajanje domaéih materijala
za elektronsku industriju
16.45 Odmor i prikaz postera istrazivackih organizacija
i proizvodjata materijala
17.45 Diskusija
19.00 Zakljucak

Okrugli sto je prva vela akcija komisije za materijale
MIDEM nakon objavljivanja studije 1984 o moguénostima
substitucije uvoznih materijala za elektronsku i elektro

industriju SFRJ.

Osnovni cilj okruglog stola je izmena informacija i dogo-
vor svih prisutnih o daljem zajedni¢kom radu na strategi-
ji 1 realizaciji osvajanja domacih materijala za elektroni-
ku. Na okrugli sto pozvali smo predstavnike nafe elektron-
ske industrije i njihovih udruZenja, predstavnike sada$-
njih i potencijalnih proizvodjaca materijala (koji odgova-
raju specifi¢nim zahtevima za primenu u elektronici) i
predstavnike instituta, fakulteta i JNA, koji su angaZova-
ni na tom podrucju. Kao $to se iz dnevnog reda vidi, u
pauzi okruglog stola smo predvideli postere, na kojima ée
biti prikazani domaéi materijali za elektroniku (rezultati
istrazivanja i iskustva iz proizvodnje), kako bi na taj na-

¢in omogudili neposredan kontakt proizvodjada i korisnika.



Organizatorji menijo, da bo okrogla miza dosegla svoj
namen, ¢e bodo prisotni predstavniki vseh kategorij pri-
zadetih, ki bodo bodisi v kratkih porodilih ali pa v raz-
pravi in na posterjih analizirali tehnolo$ko-ekonomske
moznosti, potrebe in problematiko ter predlagali nadine za
¢im bolj povezan programski in organizacijski pristop k

bolj§i domaci preskrbi z materiali za elektroniko.

Izrazena staliS¢a, informacije in predlogi naj bi torej slu-

zili za:

- boljsi bodo¢i medsebojni stik ponudnikov in uporabnikov,

- strokovno in ekonomsko povezovanje ter trzno podprto
planiranje osvajanja domacih materialov za eloktroniko

- zakljuCke okrogle mize, v katerih naj bi opredelili vse-
bino in pogoje dela komisije za materiale pri SSESD (o-
ziroma pri bodo¢em MIDEM - Strokovnemu drudtvu za
mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materia-
le v okviru ETAN-a) ter realizacijo nujnih neposrednih

nalog.

Vabimo vse naSe ¢lane in druge strokovnjake ter njihove
delovne organizacije s podrodja proizvodnje in uporabe
materialov za elektroniko, da se aktivno vkljudijo v okrog-
lo mizo, bodisi s kratko informacijo v uvodnem delu ali v
razpravi, bodisi s posterjem, pa tudi s konkretnimi prod-
logi za vecjo uveljavitev domalega znanja tudi na podroéju

materialov za elektroniko.

Organizatorji okrogle mize so razposlali na znane naslove
ze okrog 100 poscbnib vabil za kratka porocila, posterije

in prijave k razpravi.

Okrogla miza o materialih za elektroniko (in mikroelek-
troniko) bo verjetno zanimala tudi vse udele¥ence posve-
tovanja MIEL 86, zato so organizatorji to prireditev ¢asov-
no predvideli za popoldne pred otvoritvijo MIEL-a.

Mag. Milan Slokan

MIDEM, Titova 30
61000 Ljubljana
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Organizatori su misfljenja da ¢e okrugli sto posti¢i sSVoj

cilj ukoliko budu prisutni predstavnici svih pomenutih ka-
tegorija, koji e ili u kratkim referatima ili u raspravi i
na posterima analizirati tehnolo§ko-ekonomske moguéno-
sti potrebe i problematiku i predlagati reSenja za §to po-
vezaniji programski i organizacijski pristup kvalitetnijem

snabdevanju domaceq trziSta materijalima za elektroniku.

Izrelena stanovista, informacije i predlozi slu¥ili bi da-

kle:

~ za bolji buduéi medjusobni kontakt proizvodjada i koris-
nika materijala,

- za struéno i ekonomsko povezivanje i trisno planiranje
osvajanja domacih materijala za elektroniku, kao i

- za zakljuCke okruglog stola, u kojima bi odredili sadrzaj
i vidokrug rada komisije za materijale kod MIDEM -
Struénom drustvu za mikroelektroniku, elektronske sa-
stavne delove i materijale i realizaciju najnuZnijih nepo-

srednih zadataka.

Pozivamo sve ¢lanove i ostale struénjake kao i njihove ra-
dne organizacije sa podrucja proizvodnje i upotrebe mate-
rijala za elektroniku, da se aktivno ukljuce u okrugli.sto,
bilo sa kratkom informacijom u uvodnom delu ili u raspra-
vi, bilo sa posterima, kao i konkretnim predlozima za ve-
¢e iskori§Cenje domadey znanja na podrudju materijala za

elektroniku.

Organizatori okruglog stola su poslali oko 100 poziva za

kratke referate, postere i diskusiju.

Okrugli sto o materijalima za elektroniku (i mikroelektro-
niku) ¢e verovatno zanimati i sve ufesnike savetovanja
MIEL 86, zato su ga njegovi organizatori vremenski pred-

videli za popodne pred otvaranjem MIEL 86.

Mr. Varuzan Kevorkijan
Institut Jozef Stefan,

Jamova 39, 61000 Ljubljana

PROGRAM XIV. JUGOSLOVENSKOG SAVETOVANJA O MIKROELEKTRONICI MIEL —86

XIV. Jugoslovansko posvetovanje o mikroelektroniki »
mednarodno udelezbo, predstavlja tradicionalni sestanck
strokovnjakov s podroc¢ja mikroelektronike 2z namenomn
boljdega spoznavanja dosczkov in izmenjave izkudenj med
strokovnjaki zapada in vzhoda, juga in severa Evrope.

X1V jugoslovensko savetovanje o mikroelektronici sa
medjunarodnim udeséem predstavija veé¢ tradicionalni
sastanak strucnjaka s podrudja mikroclektronike s nam-
jenom bholjeg upoznavanja s domacim i medjunarodnim do-
stignué¢ima, te razmenom iskustava izmedju struénjaka
kako iz Jugoslavije, tako i iz drugih zemalja.



SPLOSNE INFORMACIJE

Posvetovanje se bo odvijalo v prostorih hotela "Jugoslavi-
ja" v Beogradu od 14. do 16. maja 1986 in ga bo v sredo,
14. maja ob 09. uri uradno odprl predstavnik SR Srbije.
Konéa se v petek, 16. maja ob 19. uri.

Uradni jeziki posvetovanja so vsi jeziki jugoslovanskih na-
rodov in angleski. Domadi referati bodo simultano preva-
jani v angle&cino, v kolikor jih referenti ne bodo podali v
angleséini.

Ob posvetovanju bo tudi razstava proizvodov jugoslovan-
skih proizvajalcev s podrodja mikroelektronike.

V torek, 13. maja ob 15. uri organizira Komisija za ma-
teriale pri SSESD-MIDEM v prostorih hotela "Jugoslavija"
v Beogradu -~ ob prikazovanju manj$ega Stevila posterjev -
okroglo mizo na temo:

RAZVOJ IN PROIZVODNJA DOMACIH MATERIALOV ZA
ELEKTRONIKO

Vse udeleZence posvetovanja vabimo k sodelovanju!

KOTIZACIJA

Kotizacija za udelezbo na XIV. Jugoslovanskem posveto-
vanju o mikroelektroniki znasa:

za ¢lane SSESD-MIDEM din 10.000
za vse ostale din 12.000

Kotizacija vkljucuje Zbornik referatov, ki ga boste lahko
prejeli ob registraciji v recepciji posvetovanja v hotelu
"Jugoslavija", ki bo odprta v torek, 13. maja od 14. do
18. ure, ostale dneve pa od 08. do 18. ure.

Prosimo vas, da kotizacijo vplaCate:
Elektrotehniska zveza Slovenije za MIEL, 61000 Ljubljana,
Titova 50, Stevilka racuna: 50101-678-48748,

DRUZABNI PROGRAM

Vse udeleZence posvetovanja vabimo na sprejem, ki bo v

sredo ob 19.30 v prostorih hotela "Jugoslavija" v Beogradu.

V Cetrtek, 15. maja ob 20. uri bo v hotelu "Jugoslavija"
skupna velerja. Za vse udeleZence z vplaano kotizacijo
je velerja brezpladna.

OPSTE INFORMACIJE

Savetovanje Ce se odrZati u prostorijama hotela "Jugosla-
vija" u Beogradu od 14. do 16. maja 1986. godine. Save-
tovanje e predstavnik SR Srbije zvanicno otvoriti u sre-
du, 14. maja u 09 sati. Zatvara se u petak, 16. maja u

19 sati.

Sluzbeni jezici su svi jezici naroda Jugoslavije i engleski
jezik. Domadi referati biCe simultano prevodjeni na engle-
ski jezik, ukoliko ih referenti ne odrzZe na engleskom.

Savetovanje prati i izloZba proizvoda domaéih proizvodja-
¢a sa podrudja mikroelektronike.

U utorak, 13. maja u 15 sati organizuje Komisija za ma=-
terijale SSESD-MIDEM u prostorijama hotela "Jugoslavi-
ja" u Beogradu okrugli sto - uz prikazivanje manjeg broja
postera - na temu:

RAZVOJ I PROIZVODNJA DOMACIH MATERIJALA ZA
ELEKTRONIKU.

Sve ucesnike savetovanja pozivamo na taj okrugli sto!

KOTIZACIJA

Kotizacija za ufeSce na XIV. Jugoslovenskom savetova-
nju o mikroelektronici iznosi:

Za ¢lanove SSESD-MIDEM
Za sve ostale

din 10.000
din 12.000

Uz upladenu kotizaciju dobiéete i Zbornik referata prili-
kom registracije na recepciji u hotelu "Jugoslavija", koja
¢e raditi u utorak 13. maja od 14 do 18 &asova, a ostale
dane od 08 do 18 sati.

Molimo vas da kotizaciju uplatite na Ziro radun:
ElektrotehniSka zveza Slovenije - MIEL, 61000 Ljubljana,
Titova 50, broj racuna: 50101-678-48748,

DRUSTVENI PROGRAM

Za sve ulesnike savetovanja odrzade se prijem u sredu,
14. maja u 19.30 u prostorijama hotela "Jugoslavija".

U Cetvrtak, 16. maja u 20 sati organizovaée se zajednitka
veCera u prostorijama hotela "Jugoslavija". Za sve ufes-
nike sa platenom kotizacijom, vefera je bezplatna.

DAN SALA |PREPODNE SEKCIJA POPODNE SEKCIJA
DAY HALL | MORNING SESSION AFTERNOON SESSION
) ~_ JOTVARANJE KONFERENC IJE - 2] MOLEKULARNA ELEKTRONIKA
A 09:30-10:00{0PENING OF THE CONFERENCE 14:30-15:30] MOLECUTAR ELECTRONICS
SREDA 10:45-12:45HIBRIDI 15:45-18.00| TEHNOLOGIJA 1 IN 2
WEDNESDAY HYBRIDS TECHNOLOGY 1 AND 2
10:45-12.45|PROJEKTOVANJE MONOLITNIH KOLA415:45-17.00} MOLEKULARNA ELEKTRONIKA
14.05 B DESIGN OF MONOLITIC IC 1 MOLECULAR ELECTRONICS
17:15-18: 15 | IEHNOLOGILJA MONOLITNIH KOLA
TECHNOLOGY OF MONOLITIC IC
.20-00: 30 IMATERI ALL : .
) . 08:30-09:30 MATERI ALS 14:30 SIGHT SEEING OF BEOGRAD
CETVRTAK
09:30-12:45 [SENZORI 5:00 DISN PSTI
HURSDAY SENZORI 1 GODISNJA SKUPSTINA SSESD
.00-12:45 [MATERIJALI /FIZIKA 5. « %
15.05 ) 11:00-12:45 MATER] A 2K A 15:30 OPCA SKUPSTINA MIDEM
20:00 KONFERENCNA VECERA
CONFERENCE DINNER
.20-09: 30| POVRSINSK I ELEMENTI 14:30-71:30 | MIKROTALASNI ELEMENTI
A 08:30-09:30|5Kw DEVICES MICROWAVE DEVICES
PETEK 09:45-12:30|PROJEKTOVANJE MONOLIT, KOLA 2 ZAKLJUCAK SAVETOVANJA
FRIDAY DESIGN OF MONOLITIC IC 2 18:00 CONFERENCE CLOSING
+45-11:15|POVRSINSKI ELEMENTI : ZAKASNELI REFERATI
16.05 B 09:45-11:15 ¢ N W DEVICES 15:45-17:30 | LATE PAPER
11:30-12:30|ZAKASNELI REFERATI
LATE PAPER’
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09:30

14. maj Sala
Wednesday, May 14th Hall
Otvaranje:
Opening:
Predsednik: V. Pantovié
President: EI-IRL, Zemun

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

R.Rodak,predsednik SSESD
President of SSESD

Pozdravni govori:
Wellcome adress:

D.Jovanovié, sekretar
Komiteta za energetiku in
i industriju SR Srbije

Otvaranje savetovanja:
Confrence opening:

Secretary of Committee
forEnergeticg and Industry
of SR Serbia

Podela priznanja
Awards

Odmor
Break

Sekcija: Hibridi
Session: Hybrids

Predsednik: Li.Pedié
Chairman: 1
M.Tomié, D.Jovanovié, V.Pantié, M.Radulovié

EI Razvojno istrazivacki institut, Beograd
OSOBINEOTPORNIH SASTAVA IZ DOMACGEG RAZVOJA

THE DOMESTIC DEVELOPMENT THICK FILM
RESISTOR COMPOSITION

R.Cirié ,G.Vuksan-Ljutina, EI ROT, Zemun

D Jovanovi¢, N.Lekovié, EI IRI OOUR Beta, Zemun
UTICAJ RAZNIH TIPOVA ZASTITE NA OSOBINE
DEBELOSLOJNIH OTPORNIKA

INFLUENCE DIFFERENT TYPES PROTECTION AT
THICK FILM RESISTORS PROPERTIES

M.Hrovat, Institut J.Stefan, Ljubljana

F.Jan, Iskra TOZD HIPOT, Sentjernej

RAZVOJ LASTNOSTI DEBELOPLA STNIH UP OROVNIH
MATERIALOV MED PROCESOM 7ZGANJA

THE DEVELOPMENT OF THICK FILM RESISTOR MA -
TERIALS "CHARACTERISTICS" DURING FIRING
PROCESS

Lj.Pesié, A .Neskovié, S.Damjanov,

Institut Mihajlo Pupin, Beograd

UTICAJ DEBELJINE DEBELOSLOJNIH OTPORNIKA NA
NJIHOVE ELEKTRICNE OSOBINE

INFLUENCE OF THICKNESS OF THICK FILM RESISTORS
ON THEIR ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ODMOR
BREAK

M .Hrovat, Institut J.Stefan, Ljubljana .

F.Jan, D.Belavi¢, S.Madek, Iskra HIPOT, Sentjernej
PREISKAVE MATERIALOV ZA DVOPLASTNA HIBRIDNA
DERELOPLASTNA VEZJA

INVESTIGATION OF MATERIALS FOR TWO LAYER
THICK FILM CIRCUITS

12:15

12:30

.+ .z
0.S.Aleksi¢, P.M.Nikoli¢ , D.M.Todorovié,
B.S.Ignjatovt D.M.Grbié, Institut bezbednosti,
+Univerzitet Beograd ,HEI VF hibridna mikroelektro-

nika, Zemun .
PRIMENA EGET MODELA ZA PRORACUN L OTPORNIKA

U DEBELOM FILMU

APPLICATION OF THE EGET MODEL FOR THE CALCU-
LATION THICK FILM.L RESISTORS

A .Dziedic, L.Golonka, P.Mielecki, T.Nowakowski+,
Technical University, University of Wroclaw Wroclaw
MOLYBDENUM THICK FILM RESISTORS

RUCAK
LUNCH

Sekcija: Molekularna elektronika

Session: Molecular electronics

14:30

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

Predsednik: R
K
Chairman: Dj.Koruga

UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

F.L.Carter, Cabin John, USA
CHALIENGERS OF MOLECULAR ELECTRONICS

ODMOR
BREAK

Tehnologija 1
Technology 1

Sekcija:
Session:

Predsedni:

Chairman: F.Jan

M.Mazalica, R.Cajavec, RO PE, Banjaluka
KOMPARATIVNAANALIZA POUZDANOSTI HIBRIDNIH
MIKROELEKTRONSKIH KOLA REALIZOVANIH RA ZLI-
CITIM NACINIMA INKAPSULACLIE

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HYBRID MICROE-
LECTRONIC CIRCUITS REALIABILITY REALIZED WITH
DIFFERENT TECHNOLOGIES AND DIFFERENT
ENCAPSULATION

D .Rolak, Institut J.Stefan, D .Belavié, F,Jan.
Iskra IEZE HIPOT, Sentjernej

VPLIV ZASCITE NA ZANESLJIVOST POVEZAVE Z
ZLATO ZICO NA DEBELOPLASTNIH PREVODNIH
MATERIALIH

THE INFLUENCE OF PLASTIC COATING ON THE RE-
LIABILITY OF GOLD WIRE BONDS ON THICK FILM
GOLD CONDUCTORS

M.Marjanovi¢, M.Mazalica, N.GoSovié,
R.(vlajavec, RO PE, Banja Luka

REZULTATI KVALIFIKACIONIH ISPITIVANJA HER-
METICKI PAKOVANIH TANKOSLOJNIH OTPORNIKA

RESULTS OF QUALIFICATION INSPECTION OF THE
HERMETIC SEALED THIN FILM RESISTORS

S.Mustra, RIZ-KOMEL,OOUR TP, Zagreb
TEORETSKI BROJ DOBRIH CIPOVA PO PLOCICI

THEORETICAL NUMBER OF USABLE CHIPS PER SLICE

ODMOR
BREAK
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Tehnologija 2
Technology 2

Sekcija:
Session:

Predsednik:

Chairman: J.Furlan

I.GloZini¢, B.Mestnik, J.Radja, R,Sinovievié,
RIZ KOMEL OOUR Tvornica PV, Zagreb
USPOREDBA POU ZDANOSTI POLUVODICKIH ELE-
MENATA SA SLOJEM ORGANSKOG I ANORGANS-
KOG DIELIEKTRIKA

17:00

THE RELIABILITY OF SEMICONDUCTORS COMPERED
TO THE ORGANIC OR INORGANIC DIELECTRIC LAYER

17:15 M.Pejovié, S.Golubovié, Elektronski fakultet Nis
M .Miljkovi¢, RO EI-Poluprovodnic, Ni$
DEFEKTI U SiO_, NASTALI TOKOM JONSKOG

NAGRIZANJA
DEMAGE IN SiOy INDUCED BY IONE ETCHING

17:30 H.U.Schreiber, Ruhr-Universitdt, Bochum
B.Pesié, Lj.Zivkovié, Elektronski fakultet Ni%
INVESTIGATION OF ELECTROMIGRATION INTERFACE

EFFECTS IN TiN-A1(1%Cu) METALIZATION

17:45 M .Muzevié , RIZ-KOMEL OOUR TPV, Zagreb
UTJECAJ DIFUZLJE ZLATA NA NABOJE MOS

STRUKTURE

INFLUENCE OF GOLD DIFFUSION ON MOS STRUC -
TURES CHARGES

19:30 PRIJEM

COCKTAIL
Sreda, 14. maj Sala
Wednesday, May, 14th Hall

Sekcija: Projektovanje monolitnih kola 1
Session: Design of monolitic IC 1

Predsednik: F .Runovc

Chairman 1
10:45 L.Silvestri, A.Grassi, E.Novarini

SGS Microelettronica, Settimo Milanese
PAREX - A BJT MODELLING INTEGRATED SYSTEM

11:00 D .Hercog, J.Trontelj, Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana
JEZIK ZA OPIS INTEGRIRANIH VEZLY
A LANGUAGE FOR INTEGRATED CIRCUITS DESCRIPTION

11:15 A .Vodopivec, Iskra Mikroelektronika, Ljubljana
GEOMETRICAL DATABASE EDITOR

11:30 D .Raic, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
KONCEPT SISTEMA ZA SIMBOLICNO DOGRAJEVANJE
IN SESTAVLJANJE INTEGRIRANIH VEZILJ

SYMBOLIC UPGRADE AND LAYOUT OF
INTEGRATED CIRCUITS

11:45 ODMOR
BREAK

12:00 S.OzZbolt, L.Trontelj, J.Trontelj, Fakulteta za
elektrotehniko, Ljubljana
OSNOVNI GRADBENI BLOKI ZA ZELO OBSIRNA
INTEGRIRANA NMOS VEZJA

BASIC BUILDING BLOCKS FOR NMOS VLSI CIRCUITS

12:15 S.Garue, L.Silvestri, P.Zorzoli, SGS Microelettronica
Settimo Milanes
ZODIAC - A COMPREHENSIVE ANALOG/DIGITAL
DESIGN METHODOLOGY

12:30 M.Profirescu,Polytechnical Institut, Bucharest
SIMULATION OF VLSI CIRCUITS

RUCAK
LUNCH

Sekcija: Molekularna elektronika
Session: Molecular electronics

Predsednik: M .Slokan

Chairman:

Pregledni referat
Review paper

15:45 M.Simovi¢, Lj.Dobrilovié, Institut B.Kidrid, Vinda
POSSIBLE APPLICATION OF LANGMUIR - BLODGETT
FILMS FOR SOME MICROEIECTRONICS PERFORMANCES

Dj.Koruga, Masinski fakultet Beograd
MOLEKULARNA ELEKTRONIKA

MOLECULAR ELECTRONICS

16:30 D .Rakovié, Elektrotehniki fakultet, Beograd
L.A .Gribov, Institut GEOHI, Moskva
POLIACETILEN KAO MATERIJAL ZA MOLEKULARNE
SOLITONSKE PREKIDACE
POLYACETYLENE AS A MATERIAL FOR MOLECULAR
SOLITON SWITCHES

16:45 Dj.Koruga, MaSinski fakultet Beograd
MIKROTUBULE KAO MOIE KULARNE MASINE

MICROTUBULES AS MOLECULAR MACHINES

17:00 ODMOR
BREAK

Sekcija: Tehnologija monolitnih kola
Session: Technology of monolitic IC

Predsednik:
Chairman:

Z JZivié

17:15 M .Malek, Iskra Mikroelektronika,
MONITORING OF ION IMPLANTATION

Ljubljana

17:30 D .M.Petkovié, RO EI-Poluprovodnici, Ni¥
UTICAJ PARAMETARA DEPOZICIJE FOSFORA 1Z TECG -
NOG IZVORA NA OTPORNOST TANKIH SLOJEVA POLI-
KRISTALNOG SILICITUMA

INFLUENCE OF PHOSPHOROUS DEPOSITION PARA METERS
FROM LIQUIDE SOURCE ON RESISTIVITY OF POLYCRI-
STALLINE SILICON THIN LAYERS

17:45 R.Sinovéevié, RIZ KOMEL, OOUR TPV, Zagreb
PROCES DEPOZICIJE I KARAKTERIZACIJA PLAZMA
SILICIIT~NITRIDA

DEPOSITION PROCESS AND CHARACTERISATION OF
PLASMA SILICON-NITRIDE
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18:00 F.Runovc, T.Jutraz, Iskra Mikroelektronika, Ljubljana
CHARACTERIZATION OF MASK ALIGNERS BY A
PHOTORESIST PROCESS SIMULATOR

19:30 PRIJEM

COCKTAIL
Cetvriak, 15. maj Sala
Thursday, May 15th Hall

Sekcija: Materiali
Session: Materials

Predsednik:
Chairman:

08.30 UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

R. Krémar

P. Nikoli¢, D. Rakovié¢, ElektrotehniCki fakultet

Beograd
NOVI POLUPROVODNICKI MATERIALI

Predsednik:

E. Pi Sek
Chairman: lrtovse

09.30 UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

Z. Djuri¢, HTIM, Beograd
POLUPROVODNICKA OPTOELEKTRONIKA
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONICS

10:30 ODMOR
BREAK

Predsednik:

Chairman: 2. Djuric

Sekcija: Senzorji
Session: Sensors

11:00 Z. Klop¢i¢, J. Furlan, S. Amon, D. Vrtacnik,
D. Resnik, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
SENZOR ABSOLUTNEGA TLAKA
ABSOLUTE PRESSURE SENSOR

11:15 Z. Djurié, J. Matovié, M. Mati¢, N. MiSovié,
R. Petrovié¢, M. Smiljanié, Z. Lazié¢, HTMI, Beograd
SILICIJUMSKI MEMBRANSKI SENZOR PRITISKA
SILICON MEMBRANE PRESSURE SENSOR

11:30 V. Radi¢, D. Vuk, RIZ KOMEL OOUR TPV, Zagreb
S. Ursi¢, Rade Konlar - Elektrotehniéki institut,
Zagreb
KOMBINIRANI POLUVODICKI SENZOR TLAKA
I TEMPERATURE
COMBINED PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR

11:45 M. Miljkovié, V. Brajovi¢, M. Djuricié, Institut
Mihajlo Pupin, Beograd
KVARCNI SENZOR SILE I UBRZANJA
QUARTZ FORCE AND ACCELERATION SENSOR

12:00 J. Bozilevi¢, A. Caharija, Tehnologki fakultet
Zagreb
V. Radi¢, M. Vukeli¢, RIZ-KOMEL OQUR TPV,
Zagreb
RAZVOJ Al MIKRO OSJETILA VLAZNOSTI
THE Al, O %’II%‘RO HUMIDITY SENSOR RESEARCH

12:15

12:30

12:45

5. Kordi¢, Delft University of Technology, Delft
THE FIRST SOLID-STATE THREE~-DIMENSIONAL
MAGNETIC-FIELD SENSOR

Z. Lazié, M. Smiljani¢, Z. Djurié, IHTMI,
Beograd

KAPACITIVNO-NAPONSKA ZAVISNOST LAVINSKIH
FOTODIODA SA EFEKTOM PRODIRANJA
CAPACITANCE-VOLTAGE DEPENDENCE OF SILICON
REACHTHROUGH AVALANCHE PHOTO DIODES

M. Smiljanié¢, Z. Djurié, D. Lekovi¢™, 7. Lazié,
D. Jevti¢ ;eT. Matovi¢, Lj. Rajinac, IHTMI,
Beograd, VTI, Beograd

ANALIZA STRUTNO~-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA
SILICIJUMSKIH PIN FOTODIODA U MRAKU
ANALYSIS OF THE U-I CHARACTERISTICS OF NON-
ILLUMINATED Si PIN PHOTODIODES

13:00 RUCAK

LUNCH
Cetvrtak, 15. maj Sala
Thursday, May 15th Hali

Sekcija: Materijali/Fizika

Session: Materials/Physics

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

Predsednik: o .
Chairman: D. Tjapkin
P. Vujadinovié, P. Kostié, V. Petrovié, Lj. Kara-
novié¢” , D. Uskol;ovié, Institut tehnic¢kih nauka
SANU, Beograd, = Rudarsko geoloski fakultet,
Beograd

UTICAJ ADITIVA MANGANA I KOBALTA NA 0SO-
BINE VARISTORSKE KERAMIKE NA BAZI ZnO-BaCO
THE INFLUENCE OF MANGANESE AND COBALT AD~-
DITIVES ON VARISTOR CERAMICS BASED ON
ZnO—BaCO3

3

V. Kevorkijan, Institut J. Stefan, Ljubljana
IZBOR STAKLA ZA IZRADU OPTICKIH VLAKANA
SELECTION OF GLASSES FOR FIBER OPTICS

V. Milanovi¢, D. Tjapkin, Elektrotehnicki fakultet,
Beograd

ELEKTRICNE KARAKTERISTIKE GaAs-(AlGa)As HE-
TEROSPOJA ZA NEPARABOLICNE ZONE

ELECTRIC CHARACTERISTIC OF GaAs-(AlGa)As
HETERO-JUNCTION IN CASE OF NONPARABOLICITY

Z. Ikoniél, V. ilanoviél’z, D. Tjapkinl, Elektro-
tehnicki fakultet”, Viga PTT kola, Beograd?
ELEKTROAPSORPCIJA I MODULACIJA SVETLOSTI U
POLUPROVODNICKIM KVANTNIM JAMAMA NA
BAZI GaAs~(AlGa)As HETEROSPOJA
ELECTROAPSORPTION AND LIGHT MODULATION IN
SEMICONDUCTOR GaAs-(AlGa)As QUANTUM WELLS

J. Furlan, S. Amon, T. Jeras, Z. Gorup, Fakulteta
za elektrotehniko, Ljubljana

KONCENTRACIJA GIBLJIVIH IN NEGIBLJIVIH ELE~
KTRONOV IN VRZELI V AMORFNEM SILICIJU

M. Tasevski, InStitut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, Ljubljana

VPLIV POLPREVODNISKIH LASTNOSTI Si SUBSTRATA
HETEROSPOJNIH SONCNIH CELIC NA NAPETOST
ODPRTIH SPONK IN KRATKOSTICNI TOK



INFLUENCE OF SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF Si
SUBSTRATES OF HETEROJUNCTION SOLAR CELLS ON
OPEN CIRCUIT VOLTAGE AND SHORT CIRCUIT CUR-
RENT

12:30 Z. Djurié, V. Jovi¢, M. Matié - IHTM, Beograd
NAPONSKO-STRUJNE KARAKTERISTIKE INDIJUM-
ANTIMONIDNIH p-n SPOJEVA FORMIRANIH PROCE~-
SOM TECNE EPITAKSIJE
VOLTAGE-CURRENT CHARACTERISTICS OF InSb -
p-n JUNCTION MADE BY LIQUID EPITAXY PROCESS

12:45 A. Balasinski, M. Duszak, Technical University of
Warszaw, Warszawa
S. Mitura, Technical University of Léd%, Lédz
THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION ON MIS
STRUCTURES WITH THIN DIAMONDLIKE CARBON
FILM AS DIELECTRIC LAYER

13:00 RUCAK
"LUNCH

14:30 Razgledanje Beograda
Sigt seeing of Beograd

15:00 Godisnja skupstina SSESD
Letna skups$cina SSESD

15:30 Vanredna opla skupstina MIDEM
Izredni oblni zbor MIDEM

20:00 Konferencna velera
Conference dinner

Petak, 16. maj Sala

Friday, May 16th Hall
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10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

Sekcija: PovrSinski elementi

Session: Saw devices

Predsednik:

J. kovSek
Chairman: Lokovse

08.30 UVODNI REFERAT

09:30

INVITED PAPER

M. HribSek, Elektrotehnicki fakultet, Beograd
SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICES AND THEIR
APPLICATIONS

ODMOR
BREAK

Sekcija: Projektovanje monolitnih kola 2

Session: Design of monolitic IC 2

Predsednik:

Chairman: S. Ursi¢

09:45 M. Jagodi?, Iskra Elektrozveze, Ljubljana

10:00

J. Trontelj, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
HIERARHICNO POVEZOVANJE V KANALU

HIERARCHICAL CONNECTING IN A CHANNEL

B. Kurin¢i¢, A. Vodopivec, Iskra, Ljubljana
LAYOUT OF UNCOMITTED LOGIC ARRAY

12:00

12:15

12:30

J. Trontelj, L. Trontelj, T. Pleter$ek, Univerza
Edvarda Kardelja, Ljubljana

G. Shenton, International Microelectronic Products,
San Jose, U.S.A.

NACRTOVANJE ANALOGNIH INTEGRIRANIH VEZIJ
CMOS Z UPORABO STANDARDNIH CELIC

DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CMOS CIRCUITS
BY STANDARD CELLS

D. Strle, J. Trontelj, L., Trontelj, T. Slivnik ml. s
Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
INTERAKTIVNO NACRTOVANJE FILTROV S-C

INTERACTIVE DESIGN OF S-C FILTERS

S. StaraSini¢, J. Trontelj, L. Trontelj, Fakulteta
za elektrotehniko, Ljubljana
VISOKOFREK VENCNA MONOLITNA VEZJA S-C

HIGH - FREQUENCY MONOLITIC S~C CIRCUITS IN
CMOS TECHNOLOGY

R.S. Popovi¢, LGZ Landis and Gyr Zug Corp., Zug
OPTICAL WAVEGUIDES IN SILICON IC TECHNO-
LOGY

M. Stuli¢, J. Cupurdija, RO Rade Kon&ar - Razvoj
proizvoda i proizvodnje, Zagreb

VREMENSKI PROGRAMATOR I1ZVEDEN KAO DIGI-
TALNI INTEGRIRANI SKLOP PO NARUDYBI

PROGRAMMABLE TIMER REALIZED AS DIGITAL
SEMI-CUSTOM INTEGRATED CIRCUIT

S. Panti¢, RO Ei~Poluprovodnici, M. Ivkovié, RO
Ei-Rafunari RZ Razvoj, Nis

D. Igi¢, RO Ei-Poluprovodnici, Ni%

BY-PASS MODEM NA CIPU GEM 21

BY-PASS MODEM ON GMZ 21 CHIP

D. Panti¢, Siliconix Incorporated, Santa Clara
DATE CODE FACTORS FOR PREDICTING FAILURE
RATES FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

Z. Krivokapi¢, S. Solar, M. Ko%elj, Iskra Mikro-
elektronika, Ljubljana
REALIZATION OF POLYSILICON DIODES

A.H. El-Sawy, E.M. Saad, M. Abu El-Wafa,

M. Abd El-Aziz, Faculty of Engineering and Techno-
logy, University of Helwan, Cairo

HARDWARE REALIZATION OF SOME BUILT IN FUNC-
TIONS

Zaksneli referati

Late papers

RUCAK
Lunch



Sekcija: Mikrotalasni elementi

Session: Microwave devices

14:30

15:

15:

16

16:

16

16

17:

30

45

00

15

: 30

145

30

Predsednik:

S. R il
Chairman: undic

UVODNI REFERAT
INVITED PAPER

A. Ne$ié, Institut za primenjenu fiziku, Beograd
SAVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU MIKROTA-
LASNIH INTEGRALNIH KOLA

MODERN APPROUCH IN THE MICROWAVE IC’s

ODMOR
BREAK

7

Predsednik: A. Neiit

Chairman:

D. Pragtalo, M. Mar&i¢, SOURR. Cajavec, RO PE,

Banja Luka .
MJESACI ZA MIKROTALASNO PODRUCJE RADJENI

U MIKROSTRIP TEHNICI

MIXERS FOR MICROWAVE RANGE IN MICROSTRIP
TECHNOLOGY

D. Todorovié, Z. Pavlovié, Institut za primenjenu
fiziku, Beograd

METOD ZA POVECANJE POUZDANOSTI I SMANJE~
NJE DIMENZIJA MIKROTALASNIH PODSKLOPOVA

A METHOD OF INCREASING RELIABILITY AND RE-
DUCING THE DIMENSIONS OF MICROWAVE DEVI-
CES

M. Avgustin, Iskra, Elektrozveze, Ljubljana
MIKROVALOVNI MESALNIK 7 NIZKIM KONVER-
ZIJSKIM SLABLJENJEM

LOW CONVERSION LOSS MICROWAVE MIXER

J. Samitier, J.R. Morante, A. Herms, A. Pérez,
P. Roura, A. Cornet, Catedra dElectronica de la
Facultat de Fisica de la Universitat de Barcelona,
Spain

CROSSTALK BETWEEN MESFET’s IN GaAs INTEGRA-
TED CIRCUITS

Ph. Philippov, D. Alexandrov, K. Denishev,
V.M.E.I., Sofia

DIGITAL HALFADDER MADE ON THE BASE OF
LASER INVERTORS

ZakljuCak savetovanja
Closing of the Conference

Predsednik:

. R. Rolak, predsednik SSESD
Chairman:
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Petak, 16. maj
Friday, May 16 th

Sala
Hali
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Predsednik:

. M, Jevtié
Chairman:

J. Lokovsek, I. Macarol, Fakulteta za elektroteh-
niko, Ljubljana

TEHNOLOSKE REALIZACIJE STRUKTUR POVRSIN-
SKIH AKUSTICNIH VALOVANJ

TECHNOLOGY APPROUCH TO SAW DEVICES

V.I. Anisimkin, I.M. Kotelyanskiy, S.N. Ivanov,
V.A. Luzanov, B.B. Timashov, V.N. Fedoretz,
Academy of Sciences, USSR

PERSPECTIVE APPLICATIONS OF ZnO/AIG LAYERED
STRUCTURE FOR SAW DEVICES

M. Popovi¢, M. Hribsek, D. Vasiljevi¢, Elektro-
tehnicki fakultet, Beograd

COMPUTER AIDED DESIGN OF SAW DISPERSIVE
FILTERS WITH INTERDIGITAL TRANSDUCERS

z. Djurixéx B. Livada’ ", V. ngié*, M. Smiljanié®,
Z. Lazi¢ - IHTM, Beograd, VTI, Beograd
KVANTNA EFIKASNOST InSb FOTODETEKTORA SA
MOSSBURSTEIN-OVIM EFEKTOM

QUANTUM EFFICIENCY OF InSb PHOTO DETECTORS
WITH MOSS-BURSTEIN EFFECT

2
™, D. Tjapkinl,

. Tkoni¢!, V. Milanovié’
2Vi%a PTT £ko-

Elektrotehnicki fakultet, Beograd,
la, Beograd
ANALIZA POJACANJA I TEMPERATURSKE OSETLJI-
VOSTI POLUPROVODNICKIH LASERA SA GaAs-
(AlGa)As SUPER-RESETKOM

ANALYSIS OF GAIN AND TEMPERATURE SENSITIVITY
OF GaAs -(AlGa)As SUPERLATTICE LASERS

H.F. Hadamovsky, H. Lange, H. Menniger, Central
Institute of Electron Physics, Berlin, GDR
INFLUENCE OF DEFECTS IN SCHOTTKY JUNCTIONS
ON THE 1-V CHARACTERISTICS

M. Milosavljevi¢, N. Bibi¢, T. Nenadovié, Insti-
tut Boris Kidri¢, Vinda

ANALIZA IMPLANTIRANIH DOPIRANIH SLOJEVA I
PRELOMA NA MONOKRISTALNOM SILICIJUMU

ANALYSIS OF IMPLANTED DOPED LAYERS AND
CROSS-SECTIONAL AREAS ON SILICON SINGLE~-
CRYSTAL

R. Ramovié¢, D. Tjapkin, Elektrotehnilki fakultet,
Beograd

NEKI PROBLEMI TRODIMENZIONE ANALIZE BI-
POLARNIH TRANZISTORA

ON SOME PROBLEMS IN THREE-DIMENSIONAL
ANALYSIS OF BIPOLAR TRANSISTORS

RUCAK
LUNCH
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POZIV ZA SODELOVANJE NA XXIl. JUGOSLOVANSKEM SIMPOZIJU O ELEKTRONSKIH
SESTAVNIH DELIH IN MATERIALIH — SD 86

Milan Slokan

Vabimo vas na XXII. Jugoslovanski simpozij o elektron-
skih sestavnih delih in materialih - SD’86, ki ga prireja
strokovno drustvo za mikroelektroniko, elektronske se-
stavne dele in materiale (MIDEM) v hotelskem naselju
grad Otolec pri Novem mestu v ¢asu od 10. do 12. sep-

tembra 1986.

Tradicionalni simpozij SD zbere vsako leto raziskovalce,
proizvajalce in uporabnike elektronskih sestavnih delov in
materialov iz vse Jugoslavije za izmenjavo izkuSenj in in-
formacij o industrijskih raziskavah ter trendih razvoja v

Jugoslaviji in v svetu.

Za razliko od dosedanjih simpozijev SD, ki so bili v asu
vsakoletne razstave Sodobna elektronika v Ljubljani, bo
leto$nji simpozij omogodil referentom in ostalim udele-
Zencem bolj nemoteno delo, obenem pa boljsi stik s pro-
izvajalci elektronskih komponent, ki so locirani v novo-
meskem bazenu (tovarne, ki proizvajajo elektronske kom-
ponente: upori, potenciometri, hibridna debeloplastna ve~
zja, elektrolitski in keramic¢ni kondenzatorji, elektrome-

hanski elementi in drugo).

Referati o industrijskih raziskavah naj bi zajeli SirSe po-
drodje tehnologij za proizvodnjo aktivnih in pasivnih elek-
tronskih sestavnih delov in materialov od osnovnih do ap-

likativnih raziskav, razvoja in problematike uporabe.

Na SD’86 smo predvideli tudi ved vabljenih predavanj,
vsi ostali prijavljeni prispevki pa bodo prikazani na po-

ster sekcijah.

Vabljeni referati bodo obravnavali tematska podrocja:

1. Prof. dr. V. Marinkovié, Univerza Edvarda Kardelja,
Ljubljana
PROBLEMI STABILNOSTI STIKOV KOVINA~POLPREVOD-
NIK

2. Prof. dr. D. Kolar, dr. M. Trontelj, dr. V. Kraso-
vec, Institut Jozef Stefan, Ljubljana
MIKROSTRUKTURNE ZNACILNOSTI KERAMIKE ZA
ELEKTRONIKO

3. Dr. C. Zevnik, dr. E. Perman, Iskra Kibernetika,
Institut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljubljana
KOROZIJSKA PROBLEMATIKA ELEKTRONSKIH SESTAV-
NIH DELOV

Pozivamo Vas na XXII. Jugoslovenski Simpozij o elek~
tronskim sastavnim dijelovima i materijalima SD'86,
§to ga priredjuje Stru¢no drustvo za mikroelektroniku,
elektronske sastavne delove i materijale (MIDEM) u
hotelskom naselju grad Otofec kod Novog mesta od 10.

do 12. rujna (septembra) 1986.

Tradicionalni Simpozij SD okuplja svake godine istraZiva-
¢e, proizvodjace i korisnike elektronskih sastavnih dije-
lova i materijala iz cijele Jugoslavije, gdje mogu izmje-
niti iskustva, i informacije o industrijskim istraZivanji~

ma, o trendovima razvoja u Jugoslaviji i u svijetu.

Za razliku od dosada$njih Simpozija SD, koji su se odr—
zavali za vrijeme godiSnjeg sajma "Sodobna elektronika"
na Gospodarskom razstavi$¢u u Ljubljani, ovogodignji
Simpozij bit ¢e u pitoresknom ambientu motela Otodac ob
Krki. Time ¢e bit omoguéen referentima i ostalim sudio-
nicima bolji, nesmetani rad, te uz to i bolji kontakt s pro-
izvodjafima elektronskih kompenenata koji su smjeSteni

u bazenu Novog mesta (tvornice koje proizvode elektron-
ske komponente, otpornike, potenciometre, debeloslojne
hibridne krugove, elektrolitske i keramicke kondenzato~

re, elektromehanilke dijelove itd.).

Referati o industrijskim istrazivanjima neka obuhvate $i-
re podrudje tehnologija za proizvodnju aktivnih i pasivnih
elektronskih sastavnih dijelova i materijala, od osnovnih
istrazivanja do primjene, te razvoja i problema upotrebe.
Na SD’86 predvidjeli smo viSe pozvanih predavada, a o-
stali prijavljeni referati bit ¢e prikazani u poster-sekci-

jama.

Pozvani referati obuhvatit ¢e sledeca tematska podrudja:

1. Prof. dr. V. Marinkovi¢, Univerza Edvarda Kardelja,
Ljubljana
PROBLEMI STABILNOSTI KONTAKTA KOVINA-POLU~-
voDIC

2. Prof. dr. D. Kolar, dr. M. Trontelj, dr. V. Krasovec,
Institut "Jozef Stefan", Ljubljana
MIKROSTRUKTURNE ZNACAJKE KERAMIKE ZA ELEK-
TRONIKU

3. dr. C. Zevnik, dr. E. Perman, Iskra Kibernetika,
Institut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljubljana
KOROZ,IONA PROBLEMATIKA ELEKTRONSKIH SASTAV-~
N1l DIJELOVA



4. dr. A. Barna, Institute MUFI, Budapest
LOW ANGLE ION BEAM THINNING OF LAYERED

STRUCTURES

5. S. Jeri¢, Institut za elektroniko in vakuumsko tehniko,

Ljubljana
BREZTOKOVNA DEPOZICIJA KOVIN V PROIZVODNJI
ELEKTRONSKIH KOMPONENT

6. dr. E. Kansky, Institut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, Ljubljana
NUKLEACIJA IN RAST TANKIH PLASTI

7. Akad. prof.dr. R, Blinc, Univerza Edvarda Kardelja,
Ljubljana
TRENDI RAZVOJA NA PODROCJU OPTOELEKTRONIKE
IN OPTICNIH PRIKAZALNIKOV

8. V. Nemanid
RAZVOJ IN TRENDI CRT IN EL DISPLAYEV

Prijavljeni referati bodo sprejeti na osnovi recenzije
kratke vsebine v obsegu 1 - 2 strani in bodo skupaj z va-
bljenimi objavljeni v zborniku, ki bo iz8el pred simpozi-
jem.

Delovni jeziki simpozija so vsi jugoslovanski in anglegki

jezik.
ORGANIZATOR

Strokovno drustvo za mikroelektroniko, elektronske se-

stavne dele in materiale {MIDEM)

LOKALNI ORGANIZATOR

Iskra Elementi - TOZD Higridi, upori in potenciometri,
§entjernej

Iskra - Industrijska elektronika, Kostanjevica

Iskra ~ Keramicni kondenzatorji, ZuZemberk

Iskra - Elektrolitski kondenzatorji, Mokronog

Iskra - Avtomatika, TOZD Elektrospojna vezja, Novo

mesto

TERMINI

Prijava referatov s kratko vsebino 30.4.1986
Prijavo poslati na naslov tajnika simpozija:
Miroslav Gojo, MIDEM, Elektrotehniska zveza

Slovenije, 61000 Ljubljana, Titova 50

20.5.1986
1.8.1986

Potrditev sprejema referata

Dostava referata za objavo v zborniku

Vse dodatne informacije:
Pavle Tepina
Elektrotehniska zveza Slovenije; za SD 86
Titova 50
61000 LJUBLJANA
tel. (061) 316 886
329 955

4. dr. A. Barna, Institute MUFI, Budapest
LOW ANGLE ION BEAM THINNING OF LAYERED
STRUCTURES

5. S. Jeri¢, InStitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
Ljubljana
BEZSTRUJNO TALOZENJE METALA U PROIZVODNJI
ELEKTRONSKIH KOMPONENATA

6. dr. E. Kansky, InStitut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, Ljubljana
NUKLEACIJA I RAST TANKIH FILMOVA

7. Prof. dr. R. Blinc, Univerza Edvarda Kardelja,
Ljubljana
TREND RAZVOJA NA PODRUCJU OPTOELEKTRONIKE I
OPTICKIH PRIKAZIVACA

8. V. Nemanic
RAZVOJ I TREND CRT I EL DISPLAYA

Prijavljeni referati primat ¢e se na osnovu recenzije
kratkog sadrzaja u obujmu 1 - 2 stranice, a referati ée
biti tiskani u Zborniku zajedno s pozvanim referatima,
koji ¢e izadi neposredno prije poletka Simpozija.

Radni jezici Simpozija su svi jezici naroda Jugoslavije i

engleski jezik.

ORGANIZATOR

Struéno drustvo za mikroelektroniku, elektronske sastav-

ne delove i materiale (MIDEM).

LOKALNI ORGANIZATOR

Iskra Elementi - TOZD Hibridi, upori in potenciometri,
gentjernej

Iskra - Industrijska elektronika, Kostanjevica

Iskra - Kerami¢ni kondenzatorji, ZuZemberk

Iskra - Elektrolitski kondenzator;ji, Mokronog

Iskra - Avtomatika, TOZD Elektrospojna vezja, Novo

mesto

ROKOVI

Prijava referata s kratkim sadrZajem 30.4.1986
Prijavu poslati na adresu sekretara simpozija:
Miroslav Gojo, MIDEM, Elektrotehnifka zveza

Slovenije, 61000 Ljubljana, Titova 50

Potvrda prijema referata 20.5.1986

Dostava referata za objavu u zborniku 1.8.1986

Sve dodatne informacije
Pavle Tepina
ElektrotehniSka zveza Slovenije; za SD 86
Titova 50
61000 LJUBLJANA
tel. (061) 316 886
329 955



Navodila avtorjem

Publikacija »Informacije MIDEM« je zainteresira-
na za prispevke domacih in inozemskih avtorjev
— $e posebej ¢lanov MIDEM — s podroéja mikro-
elektronike, elektronskih sestavnih delov in ma-
terialov, ki jih lahko razvrstimo v naslednje ka-
tegorije: izvirni znanstveni ¢lanki, strokovni Clan-
ki, pregledni strokovni ¢&lanki, mnenja in komen-
tarji, strokovne novosti, ¢lanki iz prakse, Clanki
in poro&ila iz delovnih organizacij, in8titutov in
fakultet, &lanki in porocila o akcijah MIDEM,
¢lanki in porocila o dejavnostih clanov MIDEM.

Sponzorji MIDEM lahko brezplaéno objavijo v
vsaki Stevilki publikacije po eno stran strokov-
nih informacij o svojih novih proizvodih, medtem
ko je prispevek za objavo strokovnih informacij
ostalih delovnih organizacij 13000 din za obicaj-
no A4 stran in 25000 din za A4 stran, ki vsebuje
¢rno-belo fotografijo.

Prispevek mora biti pripravljen tako:

a) Imena in priimki avtorjev brez titul

b} Naslov dela, ki ne sme biti dalj§i od 15 be-
sed in mora jasno izrazati problematiko prispev-
ka

¢) Uvod — formulacija problema

d) Jedro dela

e) ZakljuCek

f) Literatura

i) Ime in priimek avtorjev, vklju¢no s titulami in
naslovi njihovih delovnih organizacij

Rokopis naj bo jasno tipkan v razmaku 1,6 v
&irini 12 cm (zaradi montaze na A3 formatu in
pomanj$ave na A4 format) na A4 listih. Obseg
rokopisa naj praviloma ne bo vecji od 20 s stro-
jem pisanih listov A4, na katerih je Sirina tipka-
nja 12 cm.

Risbe je potrebno izdelati s tusem na pavs pa-
pirju ali belem papirju. Vsaka risba, tabela ali fo-
tografija naj ima 3tevilko in podnapis, ki oznaluje
njeno vsebino. Podnapisi za risbe, ki so Siroke
do 12 cm, naj bodo tipkani do $irine 12cm, za
risbe, ki so 3irSe, pa Sirina podnapisa ni ome-
jena. V tekstu je potrebno oznaciti mesto, kjer
jih je potrebno vstaviti. Risbe, tabele in fotogra-
fijle ni potrebno lepiti med tekst, ampak jih je
potrebno logeno priloZiti ¢lanku. :
Delo je lahko pisano v kateremkoii jugosiovan-
skem jeziku, dela inozemskih avtorjev pa v an-
gled&ini ali nemscini.

Avtorji so v celoti odgovorni za vsebino objav-
lijenega sestavka.

»Informacije MIDEM« izhajajo aprila, junija, sep-
tembra in decembra v tekoCem letu.

Rokopise, prosimo, posljite mesec dni pred izi-
dom Stevilke na:

Urednistvo »Informacije MIDEM«

Elektrotehniska zveza Slovenije

Titova 50

61000 LJUBLJANA

Rokopisov ne vratamo.

Upute autorima

Publikacija »Informacije MIDEM« zainteresirana
je za priloge domacih i inozemskih autora, na-
ro¢ito ¢lanova MIDEM. Priloge s podrucja mi-
kroelektronike, elektroni¢kih sastavnih dijelova i
materijala moZemo razvrstati u sledeCe skupine:
izvorni znanstveni ¢&lanci, struéni ¢lanci, prikazi
struénih ¢lanaka i drugih struénih radova, mis-
lienja i komentari, novosti iz struke, Clanci i
obavijesti iz prakse, ¢lanci i obavijesti iz radnih
organizacija, instituta i fakulteta, ¢lanci i oba-
vijesti o akcijama MIDEM, ¢&lanci i obavijesti o
djelatnosti ¢lanova MIDEM.

Sponzeri MIDEM mogu besplatno u svakome
broju publikacije objaviti po jednu stranu struc-
nih informacija o svojim novim proizvodima.
Ostale radne organizacije pla¢aju za objavljiva-
nje sliénih informacija 13000 din po jednoj obic-
noj A4 stranici i 25000 din po A4 stranici sa
crno-bijelom fotografijom.

Prilozi trebaju biti pripremljeni kako slijedi:

a) Ime i prezime autora, bez titula

b) Naslov ne smije biti duzi od 15 rijeCi i mora
jasno ukazati na sadrzaj priloga

¢) Uvod u kojemu se opisuje pristup problemu
d) Jezgro rada

e) ZakljuCak

f) Koristena literatura

i) Imena i prezimena autora s titulama i nazivi-
ma institucija u kojima su zaposieni.

Rukopis treba biti uredno tipkan na A4 formatu
u razmaku redova 1,5 i Sirini reda 12cm (zbog
montaZze na A3 format i presnimavanja). U pra-
vilu, opseg rukopisa ne treba prelaziti 20 tipka-
nih stranica A4 formata s redovima Sirine 12 cm.

Crteze treba izraditi tuSem na pausu ili bijelom
papiru. Svaki crtez, tablica ili fotografija treba
imati naziv i broj. Za crteze do 12cm Sirine
naziv ne smije biti Siri od 12cm Za crteZze vece
girine nije ograniCena Sirina naziva. U tekstu je
potrebno oznaditi mjesto za crteze. CrteZe, tab-
lice i fotografije ne treba lijepiti u tekst, ve¢ je
potrebno priloziti ih ¢lanku odvojeno.

Rad moZe biti pisan na bilo kojem od jugosla-

venskih jezika. Radovi inozemnih autora trebaju
biti na engleskom ili njemackom jeziku.

Autori odgovaraju u potpunosti za sadrzaj objav-
ljenog rada.

»Informacije MIDEM« izlaze u aprilu, junu, sep-
tembru i decembru tekuée godine.

Rukopise za slijedec¢i broj 8aljite najmanje mje-
sec dana prije izlaska broja na:

Uredni$tvo »Informacije MIDEM«
Elektrotehniska zveza Slovenije

Titova 50
61000 LJUBLJANA

Rukopise ne vracamo.




Sponzorji MIDEM
Sponzori MIDEM

GOSPODARSKA ZBORNICA-SPLOSNO ZDRUZENJE ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE,
RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE, Ljubljana

ISKRA — TOZD TOVARNA ‘TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV, PrZan
ISKRA — INDUSTRIJA KONDENZATORJEV, Semic

ISKRA — INDUSTRIJA BATERIJ ZMAJ, Ljubljana

ISKRA — DO MIKROELEKTRONIKA, Ljubljana

ISKRA — IEZE TOZD POLPREVODNIKI, Trbovlje

ISKRA — COMMERCE TOZD ZASTOPANJE TUJIH FIRM, Ljubljana
ITEO — TEHNOLOSKO RAZVOJNA INFORMATIKA, Ljubljana

RIZ — KOMEL OOUR TVORNICA POLUVODICA, Zagreb

SELK — TVORNICA SATOVA, Kutina

ULJANIK — Pula

RlIZ — KOMEL OOUR ELEMENTI, Zagreb

ISKRA — |EZE TOZD SEM, Ljubljana

UNIS — RO TVORNICA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME, Mostar
ELEKTRONIK — PROIZVODNJA ELEKTRICKIH UREDAJA, Zagreb
ISKRA — AVTOMATIKA, Ljubljana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana

ELEKTRONSKI FAKULTET, Nis

RADE KONCAR — OOUR ELEKTROTEHNICKI INSTITUT

ISKRA — |IEZE TOZD FERITI

Ei — RO POLUPROVODNICI, Nis

Publikacija Informacije’ MIDEM izhaja po ustanovitvi Strokovnega drustva za mikroelektroniko, elektronske
sestavne dele in materiale — MIDEM kot nova oblika publikacije Informacije SSOSD, ki jo je izdajal Zvezni
strokovni odbor za elektronske sestavne dele in materiale — SSOSD pri Jugoslovanski zvezi za ETAN od
avgusta 1969 do 6. oktobra 1977 in publikacije Informacije SSESD, ki jo je izdajala Strokovna sekcija za
elektronske sestavne dele, mikroelektroniko in materiale — SSESD pri Jugoslovanski zvezi za ETAN od

6. oktobra 1977 do 29. januarja 1986.

Publikacija Informacije MIDEM izlazi posle osnivanja Stru¢nog drustva za mikroelektroniku, elektronske
sastavne delove i materijale — MIDEM kao nova forma publikacije Informacije SSOSD koju je izdavao Savezni
struéni odbor za elektronske sastavne delove i materijale — SSOSD kod Jugoslavenskog saveza za ETAN od
augusta 1969 do 6. oktobra 1977 i publikacije Informacije SSESD koju je izdavala Stru¢na sekcija za elektronske
sastavne delove, mikroelektroniku i materijale kod Jugoslavenskog saveza za ETAN od 6. oktobra 1977 do

29. januara 1986.




